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极紫外光刻新技术问世。

 光刻技术创意图。
图片来源：OIST官网
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科技日报北京8月1日电（记者张梦然）据日本冲绳科学技术大学院大学（OIST）官网最新报告
，该校设计了一种极紫外（EUV）光刻技术，超越了半导体制造业的标准界限。基于此设计的光
刻设备可采用更小的EUV光源，其功耗还不到传统EUV光刻机的十分之一，从而降低成本并大
幅提高机器的可靠性和使用寿命。
 

在传统光学系统中，例如照相机、望远镜和传统的紫外线光刻技术，光圈和透镜等光学元件以轴
对称方式排列在一条直线上。这种方法并不适用于EUV射线，因为它们的波长极短，大多数会被
材料吸收。因此，EUV光使用月牙形镜子引导。但这又会导致光线偏离中心轴，从而牺牲重要的
光学特性并降低系统的整体性能。

为解决这一问题，新光刻技术通过将两个具有微小中心孔的轴对称镜子排列在一条直线上来实现
其光学特性。

由于EUV吸收率极高，每次镜子反射，能量就会减弱40%。按照行业标准，只有大约1%的EUV光
源能量通过10面反射镜最终到达晶圆，这意味着需要非常高的EUV光输出。
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相比之下，将EUV光源到晶圆的反射镜数量限制为总共4面，就能有超过10%的能量可以穿透到
晶圆，显著降低了功耗。

新EUV光刻技术的核心投影仪能将光掩模图像转移到硅片上，它由两个反射镜组成，就像天文望
远镜一样。团队称，这种配置简单得令人难以想象，因为传统投影仪至少需要6个反射镜。但这
是通过重新思考光学像差校正理论而实现的，其性能已通过光学模拟软件验证，可保证满足先进
半导体的生产。团队为此设计一种名为“双线场”的新型照明光学方法，该方法使用EUV光从正
面照射平面镜光掩模，却不会干扰光路。
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